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VEVQRTA LSS IXTIVA

para solicitar
oA D d Ui T L VaERoTI ol
en
B S F A LA
por  VIIHTE =iios
a nombre de L. V. PULOIPS™ GLOSTIA pElrapleiid; entidad holandesa,
gtablecida en Smmasin.el 29, sindhoven, Holanda, por:

WOUL DISFOSINIVO Skl oubUowr ¥

La presente iuvencién se refiere & dispositivo semicon-
ductores v a mdtodo de rabricacidn de dispositivos semiconductores.
La expresidn " dispomitivo semiconductor " incluye cualquier dispo-
sitivo ¢ue posee un cuerpo semiconductor provisto de por lo menos
bhdl eleotrodo, por ejemplo dispositivos de contacio a punta, dispo-

sitivos de juntura y dispositivos fotoeldctricos. £l cuerpo semi-

conductor puede ser monoccristulino o policristalino.

81 proboema al cual se reriere el presente invento es el
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de wejorar la estadilidad eldctidica de los dispositivos semicon-
Guctores, Se ha encontrado, por ejemplo, que si un transistor es
Cncerrado en un reciylente que incluye un rellemo de aceite de si-
licona o sruva Ge silicona, el fuctor de anplificaecidln de corrien~
Te O}, una vez coupletada la vabricacidn, pusde sur wantenido subs-
tancisluente constante duronte un periodo de tiempo, Dero due des
pués de un cierto perfodo de almacenamiento o uso normal el valor
CLtb disminuye prozresivamente, ifsta dleminucidbn vio.resiva es wmds
bronunciada despuds de un perfodo de aplicacidn de una carsga cle-
vada o degpuds ‘e uso a una temperatura ambiente‘aumentada, por
ejemplo de aprosimadamente 60¢ U, en cuyo caso el valor deolc6 pue-
de cuedar reduciuo en aprosimedamente 50 % o adn mds. sl :facvborcl,cE

estd definido por la ecuacidn:

o = [Ae
cb 4 Ib
Vee

en que Al .y A Ib son pequeiios camvios de la corriente de colector
]; ¥ de la corriente de base sznedidas a una tensidn constunte M;e
entre ol emisor y el colecior, Ve wua manera similar, la corriente
de eseupe de un transistor o de un diodo =2 cristal no es estanle
en el tlemvo ¥ encrzluenie pusde aumsntar.

e acuesdo con le nrssente invencidn, en un di isHositivo
semiconductor wna varte activa le la supersficie del cuerpo sewl-~
conductor estd mellada con resvecbo a la atmbsTera amuiente poyr uu
celle iwrudtico y e provee ido de Loro demiro Gel sello con Lo
gue ey Mejovada la egtubilidsd ¢ldotiica del clegnositivo,

&n general, eg provablementie veutajoso sellar tode la

superiicie del cuelrpo sC alconductor 01 LCu-)eC—bO a la atn 6SJ.:’I'a

anvlente. $in eubarzo, en la ueyvorfa de los casos es suficisnie,

D

con el Tin de optorer wd welora de la cgbaoilidnd cldct oica, ge-

.

Liar une parbe active de & superiicie o las partes aewivas de la
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superiicie. Una parte activa de la supsriicie ec una parte que es

wor su uehio anbisnte de modo tal gue portadores de

influenciada

carga pusden alcunzar la superdilc ie del cuervo semiconuuctor en

ssta varte.dn un trausisitoyr, por ejemplo, le seas cn la vecindad

oo de soinorfa Dued i

del colector o del emisor, wouls®
Slesar alla superiicie, s narbes activas, isn wn diszositivo con
stecto de Hall donde los portadores Go car a fluyen suust .nL1J¢J“uue‘
a travds el cuerpo szniconductor, prdcticanente toda la superiicie

es considerada cono acuiva ¥ oussiersnteuwente toda la superiicle ge-

la constencia de las poopiedoe

cular 1la constancia sobre un

e un viempo uve vemperatura

tiemno de cawvsa eldctrica elevada o o
oneretiva clevada, wos voopliedfaes gleciricas importzutles ce los
Lransistores son el Tactor e suwpliiicucidn de coffﬁ@ﬂtedcb v la
i ! P o] £ "oms done fi I Y 9 eyl o
corviente de escape, UL término " wejorado Y en relacidn a la esta-

"

pilidad eldeteica si nifica wua mejora en comparacidn con un disyo-

gitivo iddntico pero en sl cual ne gidGo omitido el Sxido de woro.

gencia el uido de boro puede wejorur las proniedades slécirsicas,
aot 1n teansistor ce acuerdo conr la presente invencidn puede Ler es-—
towilizado con un vulor supesior del Tactor de suplificacién de
corriente o( o ¥ ovna cornlente de escupe inferdor,

Bl wecanismo [Ysico =n el cusl se pose el oiecto lorado
con un ulspositivo ve acuexdo con la pressite invencidn no estd
aclarado completanente. Sin eubar o ge 30 dere, si vien la presante

’
A

invencidn no estd

-

lirdtada ds manera al:una a lo acevtado ce esta
gu-estidn, que Sxido de uworo uwisroscénico con su condenido de a,ua

asosiada provae condiclones de vuperiicie ventejosumente minedas.

Sin embar.co, sl vlen wodrfa consideravee que la fuacidén del dxddo

).
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de boro, que €8 Gonocido G GUe puede ~ongle
deravse al uenos en o=zobe como deido metauvdrico o ¢
clde sinpiencnte en proveer un medio adecuado vue conticne asua, se
suslers gue ademds, el Jdxido de poro wismo, en lag condiciones hdue—
dasg, =2jerce una influencia Lenefisicsa.

roszépicas del dxido de wvoro,

Q_

Dewnido a las propiedades hic

al e N ALers 0 3 P ¥ = . YA o 4 Jale 17 + Yo ey
el termino "oxido de woro” usado en ia pregente deberia cntenderss

en sentido =mplio y asif, aplicado al dxido de boro guinico con un

3 .

convenido de ajue asociada Ge wmodo que el mismo es por lo mencs en
parte doide metavdirico o 2dn deido vdéiico.

Una mejora de la estapilidad se obtiene, en wenerel, con
cualovisr srado novmal de cont=nido de a.u& asocicdo. Hin enbargo,
suede resultar ventajoso ajustar el «rado de contenido de agua del
byido de bore antes del sellado, y esto podria ser el caso mds en

particular en condiciones oliwdticas de humedad z zida o elevuda,

dedo ue se ha enconyrado gue vi. combenido de 8 ua dviino es aplica- -
ble con resygecto a cievrtos disvositivos. uUste contenido dpiimo pus—
I

er no solamente del dispositivo sino itambidn de su trata~

de depena
iento cntes ¥ desnuds de la elupa de sellado. 21 contenido de ajua
puede avmentarse, »or ejemplo, or 1a =2xposicidn durante un tiemvo
a una atndslfera huwsda v pu.de disminuirse por ejemplo, por calen-—
tamiento durante un tiecnpo, si Tuera desecacle en wna atwudsfera con-
trolada,
La pared de sellado pusde ser e vidrio lo gue &3 ventajo=-
g0 dz260 cue para tofos los rines précticos, el vidrio no reaccilona

con el dxido de voro. Sin embarzo, como altevnativa, vuede usarse

una ozred metdlica mizntras no ocurra una reaccidn con el dxido ce

borc o wientraos esta veascidn ro 18 impovtencia al.una. 8i al
z

sellado se efectua corn el uso de wna vared de vidrio, esta pared

deve g.r llevada 2 una ten-eretvra considerable vy se encuentra gue

Sy VS el ey - i cny e A - . . N .. ~ .
lnmedigtamente despuds del sallado, las propiedades sidetricas del
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vo han sufrido en general, Con un disposgitivo comparable
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cue no se a~justa al presenie invento, lag propledades eldctcicas,
sor ejemulo el factor de amplificacidn de corri@ntecL cp PATE un
un trensistor pueden auedar afectadas de manera bagtante seria si
bien zeneralmente se procuce luejo una ligera recuperacibn. Con un

0 con la presente invencidn, se ha en-

;__.

dignositivo similar de acuerd
contrado que si bien en general se producird tambidn el electo ad-
versc, la recuseracidn, en Jeuneral es mds consideravle, por cjemplo
con log disvouitivos de una estructura n-p-n los valorszs finalmente
alennsados son usualmente wejores ue los valores obtenidos antes
de tal calentamieirto.

Puede agregarse wi medio de relleno denbtro wel sello,
pox g jemnlo sflice, arena litopona o ui CoOmPUEE sto or:dnico. UL come
puesto oridnico puede ser wn volfmero orsénico o un compuesto sf-
lico-orgdinico, por ejemplo v polimero gilico-or.dnico tal cowo es=—
14 disponible comercialmente como masilla elastopldtica (bouncing
putty). Un eelleno estd deiinido como una substancia o wezcla que
puede ser usada como excipliente, diluyente o veudculo para el ézido
de boro O cue e usado para obro Iin eagnecifico tal como para umejo-
ror la disipacidn de calor desde el cuerpo semiconductor nAcia el
ambiente en oue se encuentra el aisvositivo sewmiconductor.

51 el &wido de woro ¥y el relleno estdn dispuesios separa-
domente #n sl sello hermdtico, el dxido de boro o ¢l relleno pue-
den estar Jispuestos en adyaconcia inmediatve del cuerpo semicon-
ductor. Froferentemente el dxido de wore vy el relleno estdn futiwa-
mente mewclados, en cuyo caso, los resultados genersluente son me-—
jores que con el uso separado. La cantidad de $xido de voro no es

coftica v puede ser de L w & 1C 2, por ejemplo 4 o8 %, el u:80

de 1la cantidad de relleno.

©l Sxido de bporo puade ser provisto total o parciazlumente
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ernn vna forma auinicomente comoingda eun un compuesto orydnico gue

contiene

7 oesve compuesto or.dnico puede ser un
polimero orzdnico o un compuesto sili ico=~orgdnico, tal como 201 ejein
plo, un polimero silico-ordnico. djenplog duo voliueros siiico-or: d-
5. nicos son un derivado de #cido wérico de aceite de silicona ¥ una
maeilla eldstopldetica ous conticne voro v oxf :eno.

&l digaositivo pusde ves wn diodo gewiconducior o tznexw
una egtructura de transistor del tipo p-n~v, n-p-u1 o de sancho (vor
giemplo p=n-p-1).

1C 4l matevinl sexiconductor del cuerpo pusde ser silicio o
Surnanio. -

La aresenie iavencidn tumiidn se reriere a wu método de

fooricacidn de un dispositivo semiconducta que cocorende la etasa
15, de sellar una parte activa del cuerpe semiconductor con wresvecto a

la etndsiera anbicente nediante wn sello hernético, v provaer duido

¢ poro dentro del ssello, con Lo gue es megorcda la estavilidad

cm

eldetrica del dispositivo. 11 udtodo de acueido con 1a presente in=-

vancibn provee un uétolo fdcil v reproduciole de Fabricacidu de

o, dispositivog semiconductores
&1 contenido de asma deuntro del ssllo puede ser ajustado
antes sellado, por ejemvlo puede ser disminuido por celentsomiento
o nu de ser aumnentado por exposicidn en una stmdsfera hfueda,
toda la superiicle del cuerpo pucde ser selleda con res—
29

secto a la atmdslera ambiente.
i1 sellado pucde ser orovisto por una pared de vidrio.
Fuede provemrss adiclonaluente un relleno dentro del sello,

J -

por ejemplo, eflice, urena o lilopona o un conpuesto orgdnico. wl

cononesto orsnico puode ser un polimero orgfiico o un coumpuesio
agflicc-orsdnico, por ejemplo vu polfm:azo sflicomoidnico tal como

ot aispouiuvie en el comercio como musilla elasto ldiica. Ctro

]
=

30,
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gjenplo de un compuesto silico-orpdnico es un acelle Gimetil siiico-

18, tal couwo el proviste vor la Sirmg tidiend bilicones Limited bajo

viscogidad LC0, 000 centisvoles, puuizndo usar-

se al weeite de sillcond soio, 0 »oyr ejomnlo, con litopona o arena

B
ol s usu oun sl ajuste del cceatsuido de agua dsn-
iro vel meilo se ousta cteanente ajustando el contenido de
wero Suwbsisnte o dudasalatanente aunles
javide vna avsoreidn sesterlor de & ul.
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svidad e e centro vel sello

[¢

ido de aswa ool Soido de uoro, o

gl wiuste puede elzcuuvarse i

Gel wpatesinl adicionel., ol Tuera degeable, el

Siuo de boro wuzde Lisvarse o pn valor redu—

1o 2 n dar 3atro del sallc puede ocveeirse
on una parhe vetuancial deude el waterial adicional.
) dzido de boro y 2l aslersial adicional vuden mewclarse
o puedeil provesrs el sello sweind-
Lico. 9l 2l ie L0T0 Y provistes sepa-
Q. radansnte, ¢l diddo e woro cuden sexr dis-—

wuenstos e adl acenc gerie onduet or.

Yg ocautidad <e drido de woro pusde euvun comvrendida enlre
13 MO, sor wjsoslo wltre 4.0 & O, en peso de la cantidad do pate-
RSN #1 4drido de woro wu.de orevesrze en e forwa ulmicnaente

. . . "4 . i . .
sue contizne woro ¥ o oxLlasno. al oo

o

. R £t [
wde ger un woldlicuo 0o 2o 0 Wk ©Cue

tal como v alzce. Uooegen-
Do e Ui voliper o e ] ioo b T ose ol derivado Ga E’i’u".j co 'é"i o
JEERe; . L oL niier o g 1oo=0u 1O Ll 28 © G PRV L SXS) = ).C. WOLLT

W, Je arsite e gllicona gue Jucls ser und naolila clestonllst
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Contenido de wore ¥ oxd eno. ‘m tul comsuseto ov dnico con contepido
oo ene puede olbbesisrse por gjouplo celuni ndo Lurante i

@ wesela de un ceonvussto silico-ou dnico, ocn pail

JAnhonte

tadl nomo occelte de silicona ¥

biouniar wy poliuneee =flic

) cenaey ey PO T . e et - £ 4. - N ey et

e grnsa de wiljie ona, coin wit cuntidad das OIido we ovolo, 17818 nue la
vy iz sl 0 o9 L v 2o IR ST S - P N TE a2t etV L
~GaCla aaculesre Ing pooviedaGes tipices de una Ywogllle slzgyoulss
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tica”, Una 421 masilla o tica

clondo v aceite de pilicona liuesd, Hal como ol ofvecido comsreial-

oente por la Tipwa Vidlond Silicounes niwited bajo la cesignacidn
1C. C00/ viscosidad 100,000 comtistores, con 55 en veso e ¢xido p6.ico
pulverizade v calentondo lo wmezcle duraate 4 horas'a 200k C al aire
A producir un zeoeite de silinona worado. dl aceite de silicomnd
vorndo pusde ser usado solo o puede ger cargado, por ejsmplo con
litopona, Un tal vateriel je carga us ofrecido comercislmente por

y]

ria Jiddland Silicones limited bajo la desi mscidn "masilla

|t
1

¢
\J
.

elagtbopldstica v,

]

Se ha encontrado qre la maellla que contiens voro y oxf-
seno tnl cono es ofrecida comercislimente wvor la firma cddland Sili-
cones Limited puade sor usada dentro de wn ranso amplio de disposi-

2C. tivos distvintos y difeventemente viatados ¥y para un ranso zmplio de
contenidos de a-ue v esbo tiscde 2 Forbalscer la cieencia wmoncionada
precaedentenente aue ol efecto se debe no gblomsute n la wrovisidn
de condiciones supe.ficiales ventojosamente :fwedas y pareceria gue
la presescia de los radicales wetuales de la uwasilla eldstopldstica

gobre la superiicle del cuerpo cooperda en proveer el sfecto esbavi-

N
(Ul
.

1lizador,

scogidad de la substancia adicioual o del compues-—

[N

o1 la vi
to orufiino decvece con el auumento de la tewveratura, la substancia
adicional o compuesto ovdnico puede ser usado a une temperatura

- aumentada. ssto es ventajogo en el caso en cue la subgiancia o el

- -
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copuestc estd wsrovisto en una ampolla ¥ el cusrpo semiconductor es

=

1ntroducido en la subgtancia o compuesto, facilitundo la baja visco-

i Al e o . .
gllad a teuperatura elovada la insercidn del cuerpo sin que ses da-

nedo el mismo o los conductores unidos al mismo.

Bl cuerpo ssmiconductor pucde ser cumerito en deido véri-
ce 7 secado al eire wna o nds veces y luego sellado con respecio a
la atidelera ambiente dentro de w sello hermdiico gue también con-
tisne un nolfmero sflico~or-dnico.

4l cusrpo sendiconductor puscde wzer montado sobre una bose
7 el sello puede proveerse entre la bese ¥ un mismbro de casquete.

[

i el Suido de boro o la substancia due contiene voro ¥

On

xido tiene un contenido de azue relativamente elevado, por ejemvlo

i la misma ha sido nlnacenada =n una atndsiers ambliente de clevada

6]

. T

huwedad, por ejemplo una stmdefeva amviente con HC a 6C L de e
ded relotiva, se wrefiecrce reducir el contenido de ajua d-Ll dxido e
voro o <e la eubstancia que contiene déxido de voro, antes de sellar-
lo con respscto @& la atudsfera aubiente, por ejemplo calentdndole,
daGo oue se na encontrado que de esta nale .8 pu:de aumentarse el

grado de estabilidad y cue 2l uvispositivo puede recistir tsmperatu-

}_.o

:

ras operativas suseviores. La temperatvra y el tlempo de calentuulen
to usados para reduclr el contenido de a.ma no son criticos. sin
ember;o, se preiiere Llevar a cauo el caleutaniento a una tenperatu-
ra convrendida entre 70& C y 150k C, Jumndo nd {e clevada la teupera-—
tura toote mds corto vuede ser 21 wveviodo de cu’entamiento. rara
al=unos tines de transistores se ha encontrado que resultva ventsjo—

T

ga una Loupewatura de anroxiuwademente 1002 C durante un period -
aprovinndo de 24 horas,
vegouds del sellado, el diswvositivo semiconductor vrefe-

nte eg gsomatido a un trotaniento tdrmico de estavilidad, sse—

te tratosdlento tdemico de estavilinacidn es perticulaimente ventajo
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2 Loro o la gubstancia que countiene dxido de voro
ha sido calentado pare2 rsducir su contenido de azua. Cuanto .dsg
bajo el contenido d¢ Agua del dxido de boro o de la substu-cia cue

contiene dxido de bero, teutc mayor ouede sar 1a bempsratura del

tratauiento téimico de eutabiliizacidn. la temperabnra del trotomien
. R G P Ly . PN 3 . " TP Y S
to tdimico de estauilizacidn gweferantaiente e ole ida para gue-

(O~ o Lals o, dado gue vaa temperaiure deange-

ciade baja puede Dacer necesa Ao wi erioco de culentaniento vela-

averatura cencaliado eleavada pueds daliar

2l disponitivo senlconductor. ba uuvracidn del tralamiento tdmico

~
10
&
o3
+
[
;_'.
s
§__'

Jaciéu no debvesfa ser denasiado corta y la iemoeratura
no ceunuwindo baje, dado ve se a8 cncontrado cue G H2LECrAl 22 o

. . - PR RO SN L . KU . A .
cuiere ua acleta U"‘.:‘-'“;ﬂ-ﬁfa-tlij,&i WLNLE T 0 Tl A0 el ouo e

0, nue onade dspender de la rumedad del §x liO de woro o de la subg

C"'

voro 7 wus wvuede ger distinbo para i~

oneia que contls
ferentes tinos de dispositivos, puara alcanzar valozes slevados u
Satincs de las vropledades eldctidicas. a teumporatura de calenta-
sibre 1004 4 L50¥ C, Para sl-

w

dento prefercutensnte 29 ele Ad

~unos tivog de travgigiores s2 i@ sncentrado gue e temperaiurg
de zproristdansnce LECE L aursate un perfodo de tienpo de 2 a 24
horas o ada wils larso proves un producto estable duado gue o Lue=
e ser estavilizado pasta v 5. o adn nasta L durente uwng vids

Laras de wso nommal. o alungcanamisnto, vudiendo pesistir el trausige

wmoeturas alevadas, taleg como LOCED a 14C:0.

-

Se descrivicdn @ comtinuacidn varias pealizaclones uel
rasenve invento, a titulo «de ejem-lo, iricialmente en jsner al ¢
referencia a los disujos cscuendiicos que se acoupluen ¥y lueso en
. . . P A
bage de ajenplos ndwmericos.

Las Tirzuras 1y 2 de los dibujos adjuntos muestran sen-

dos cjemplos ve un dispositivo de acuerdo con la presente invencidn

- 10 -
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sn la figura L, el dispositivo es un dis positivo treonsig
tor ogue comprende un trofo (e CristAa 1] Wnico L ae mmterial sewicon-
ctor gue wosee wn contacto ewisor 2, un contacto colector 3 ¥ w
contacto e base 4, ronectadcs a los conductores 5, 6 v 7 respee-
sivamente. Ul conducto 7 es comparativamente -cueso y actda tzm-
vidn como sostdn mecdnico.

51 conjunto L, ¥, 3 ¥ 4 egtd cncerindo en una envoltura

base wue vidrio UL & travéds de la cusal

g
&
@
=
®

nerndtica cue comprend
eutdn sellados los ~onductoves 5, ¢ 7 7, ¥ una aupolla avovedada

o

a g la cual estd selliada la base o.

Adyacentenente a la base &, Los conductores 5, 6 ¥ 7 ege
tdn sellndos en una rerla de vidrio 10, -

ride de voro ¢ ung subsbtancia aue contierne 4iido de bo-
ro estd provisto dentoo del sello y estd designada vor la refsrons-
cia «uneral 11,

La referencia 11 pusde indicar dxido de wvoro, éwido de
poro menclado con un relleno, por ejemplo grasa de gilicona para
vacTo, o por lo usnos en parte &xido de poro en wna forma guini-
capente 1izade, por ejemplo tal como wna macilla eldstopldiica
que ~ontiens voro v oxigenc. La referencia 11 puede indicar wna
masa que € homosduea o no. “ouo 2jemplo, el bxido c¢e boro o la
subetancia gue contiene Sxido de boro pusde estar sejarado del
conjunto 1, 2, 3 o 4, ¥y encontrarse en comunicacidn con un re-
llerno nue rodea el conjunto L, 2, 3 o 4 a travds de unaparod PO LO-

sa, por ejemplo de lana dz cuarzo o amlanto,.

in el transistor de la fizura 2 lag partes que correg—
ponden & Jas de la fizura L llevan los mismos nimeros de referen-
cia.,

in eute casgo, el 4rido de boro o la substancia gue con-
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tiane 4vido Se uvoro L1 esid provigte enr contacto con ¢l conjurubto
L, 2y 3 0 4 ¥ todo swid rodesdo por un relleno 12,

Bl wnterianl iudicado por la refereucia 1L vuede .rovserse
sunas dendo ¢l conjunte 1, @y 3 ¥ 4 montado wobre la base & en bu-
$11 vornto ¥ exponiendo el conjunto suuergido a la atmésiers duran-
to apromiwvadamente C,% hoves durante sl cual el vorate cambia cui-
wicamente al &rido périco hlmedo cue se aproxima ol deido bérico.
Ly dnmersidn v exposicidn pusden repetirse pare proveer sl espesor

%

Ta ampolla © estd reilenada svroxiwmadumente hagta Lla i
tud con un relleno 12, vor ejenplo oasa e silicdma perva vacfo, v
la ampolla © eetd uvwvicada en posicidn sobre la base 6. vl sellado
puede sTectuarse aplicendo caler por irradiacidn desde un anillo
de carwono calsntado adcia el Arse de la unidn eutre la ampolla G y
iz page o ¥ aplicando una pequena presidn pora aproximar sntre si
la ampolla © vy la bese o.

kn cada vno de log ejemplos nimericoes que ge refieren a

tansisvores de sermanio o-n-p, 8l dispositivo semiconductor ¢s wn

tronsigtor aleado de la sme. serde de produccidn, fab.dcado ne=
diante la slzacidn de wna perlita cmisore v una perliva colectora,

awbas Jde iudio puro, v un cuntacto de base u.e conwiste de uua
aleacidn de estaiio-zutimonio ( 9% en peso de #n 7 5+ en peso de Sb
a wl ¢isco de mermanio del tigo s con un espesor zoroximado de LoC

wicrones a o004y en une atndzFera de nitrd.cno Widrd.eno durain-

©

tae avcorimadamente 20 minutos. 91 1o ge lo menciona expresamente,
log transistores p-n-—-» uab sido merdicados electroliticaunente en
una solu~idn de Q4 al 30+ con el colecior concetado al polo pogi-
tivo v usando un electrodo de wlatiiio como cdtodo, se.mido por wi
lavado con asuas Con ressacto a4 14 estaodlidad vatrwoL, sin

gubarso, log resultados indicados a continuacidn tanbidn son vili-
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dos pava transigiores mordicodos qufodcomente en un deido, ial como

se counrodd padianue nMenas slaileres en log cualaes los vraigige

vores n-a=v fueron pordicados en un 0aho mosdicudor sue consistia
de una solucidn de 4uit ity O W0,y ¥oasus en wia relecidn de vo-
Lilsen de 131 1 2,

»

“n los ejemplos el nisntes rwe g2 relleren & transistores

de esmaulo del tino n-p-n, ¢l dispoeitivo secwlconductor es un BIEL
glstor de aleacidn fawricado al alearss a un dieco sewiconductor
del wipo L de permanio con un espesor de aproxinadamente 10C micio=
nes wee perlita emisora y une periita coleciora, cue consisten asi-
bis de uea alea:idn de wlowo y antimenio ( 90 en peso de i ¥ 2
en peso e 3bh) en una atgégfera nevtra a una temperatura de aprozi-
wadanente 200% O durante aprorimadamente 1LC minutos v soldando lue-—
0 un contacto Ge basge awalar a iz circunferencia del disco semi-
conducthor con ayuda de indio a una temperatura de 500Ls, Los tran-
sletores n=p-u han sido wordicados eleciroliticamente en un baio
wordicante gue consiste de una solucidu acuosa de HCH al 30% con

el eulsor ¥ el colector couscindos al polo positivo ¥y usando un e~
lecevrodo de platino como cdbodo, siuldo por lavado con nzua.

Los resultados ovtenidos se dardn aliova en la forma Je
teclae, Uada rensldén hovizontal se refiere & un dispositivo especi-
fico cuyvo nidmero sstd dedo en la primera columna, e indica la va-
riacidn de la cantidad en consideracidn, es decir del Fuctor de
anplificacidn de couri ~n+@¢X o y/ 0 la corriente de escape Y,o He-

idas para el dispositivo durente la gerie de luzs etapas del trata—
wiento o gue ha oido gometido el dispositivo en su orden desde la
isouiewvds nacia la derecha, 1La nsturaleza del Lwratomiento estd in-
dicada en la 7la suvnerior de le tabvla =n Jla cabeza de cada columns

s 1

rericidndoze las columnas encavezadas por las letras A,U, O, Dy 3
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valor de la cuntidad e

Ta colwma A muestra el
racidn desouds de la movdicecidn Tinal

3

La colummna 2 nuestra el valor de la cantidad en

reeidn uwa ves yue el digvoszitivo haye

tura Jde vidriod

Ta ~oluma U muegtra ol velor de la cantidad en consider

en conside-

lavndo del disyositivo

me

conslde=-

gido sellado en una suvol—

1

cidn después del trataamiento tdimiceo, en zeneral un tiatamiento ds

A
[

&

c7
l._!.

egtabilisacidn, @ due ha sido som tido

tura esnecificada en © durante el perfodo de

horas I o dias d, tal cowo se indica;

gida en wna plurelldad de sub-coluwmnag,

.

en conglderacidn durante un vealsniento postecior,

to es un trataniento ve recliuisnela cue

2l dispogitvivo a Lla {=upere-

-« s _ .,-.

tiempo especiiicado en

La coluwmna D, cue en la wavoria de los ¢eso cevd suldivi-

da el valor de la cantidad
gue genersluen-

puede conglstir de un 1oate

miento térmico a wud temperatuca coweciticada en * ¢ o de una cor.a

eldctrica
ge 1LOV: corsiente emosora & o) a una b

icada o indicada en U. Ul

comparativansnte slevuda de 50 b

nerfodo de tiemno aue siece

{ teneidn colecthor-uva-
erperatura anblente sgpeci-

de la medi-

cibn de la centidad en consideracibn en el tratumiento respectivo

cetd sowciticado en esta

1

olipna o en 188 su

D—-columilas en aorasg h

Lo columna 4 macetra el vielor de la ceutidad sn congide-—

. § ey { 5 a3 Ay R P
1".‘3,(31(51’1 sespucs de uvil oeilodo ue dasce

ciivo 2 1la topmperaiura cenooislceads en

nundento posterior del dispo-

Uopare ol ,:J;‘lofjo gupsci-

- O - . N "
desn0 2Noeaendo 2n wias v o gores ol
' 5 ey “ T eyvad L [ RSN s ers
kY ’.)')(.,I_B novawee SRR log valores dodos mds Queaniite uala

lus contidades oA 4,

aueape Leoulempre

sa de 12> V sobre el colector, y el

iado a2 la temperztura ambiente (208().

ido con una tensidn de

Ico ¥ el ruido Yueron nedidos con el vigpo-

wn 6orrdenta de

fué medide con wne tensidn de polarizeci i invei-

polari-
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zacidn ianvarsa de 4 y sobre el colector, mientras que la corrciente
s e o5 B g iss tasla i ruient 4 omitlida wue
ewigsora sra 0,2 o S1 en les vaplaos gizulentes esyva omitiaa wia

rto dispositivo el valor de la cantidad

(D

coluona o con veswecto 4 ci
en un inctante dado en la vabla no estd indieando, euto si nifieca
solamente cue no ge hia llevado a cabo el tratamiento al cual se
refiere la columna o la medicidn a la cual corresponde este instan=—

te,.

Dos transistores de zermanio p-n=-p v trausistores de jer-
manio n-p-n, fueron montados cada uno de la wsnera ilusirada en la
fiura 1, ia refercncia 1l se wefiere 2 un compuesto orsdnico que
contiene boro y oxf jeno, es decir una mesilla elastoplastica que
contbiene woro y oxf :eno, gue es suminisirede comercizalmente por la
rlrme Liidlond bSilicones Limited de Liondres, bejo la marca G.4040.

win otro bratowmiento, la wasgilla clastoplastica fud introcucida en
la amnpolla 9 gin v e¢calentauniento desde un recipiente uvicado eu
wia atindstera anbiente con wa huwedad relativa de aproximadanente
GO =y, ¥ luego el conjunto gseuiconductor del transistor fud introdu-
cido culdadosamente en la masilla elastopldstica despuds de lo cual
la ampolla Fvd sellada. Los iransistores fuerorn sometidos a 1n tra-—
tamiento tdrmico 7 wna vruebs we carsa eldetrica gue substanciol~

mente eran 1lus misu2g para log {ransisiores n-p-i y p-il=p. L2 va=

Lic

sacidn del Teetor de enplificqcidn de corxieutecx_nb durante los
digtintos tratamientos estd dada a continuacidn en la iabla i, en
la cval los transistores p~n-p Llevan los ndmeros 11 v 12 los tran-—

istores n-p-n los admeros 13 y 1l4.

63
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val como pusde voLss: el 48 Javla, Los boanslstores
Dl S
l ey J ad et ra 4 T 6 e i 9 o e Q ) L1e 5 (-
del el 0, mlenuras gue 1Lo8 YUoHINELITtores Il=D-ii ue s 11 UiE @878
R . ot e SN ¢ L Ve ey b e N e et VA ey s ’. i
piitdad s mie uc&puus Cel tratacdento we esvabliiilacidn O,
DA S o wtamlento odriico o G onceleos w
) oL vlen un beotamlento vérnlco de Coaceleya la egla—
40
4L v ¢<~ s et ey . oy et TR T 1 3 :Ql
pilizacion, of wlismo no es o pienog coil la auvsedad rela-
- . - - N . . £ N
tivanerte clevada de la suvstancia gue contisne CHido ue uoro. L@
Ico v el ulvel de ruldo de esvos trensictores
slor satisifacioriamente esvabls ¥y DRjo. L
bt alores pen=D, L., 22w .o e & plcuoumperes, » para los tran-
I (S
Tt 3 e LT 1 ey ey I st Y T4 T4 it
gisvores n p'n de 1 a & microamperes, mientras que el nivel de i~
COoul wos bives de trongistores era nuroxinadamente de 4 o H db.
Lou ung aucedad de la waslilla colzsbo-
(AR
<) e
we La waols X SREES) los L.
14) ok volor ce ol | es mayor Jespuds de la ew
o
o oy - . - . . e
S valor de ok . uespuls ce la mogdicacidn final.
(S
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[ S IR IS £ B sl < M ¥ “ 1 e ey : g ! Y efe
CUUVIe @l CAgL LouLo8 08 e2z08 prRia los hransistores o=, e culis-

cuoiria con vl valor colevado da @4 .

v

B o T WTC o Pty PO v e e S et s N s - - . .
los treznsistores p-n=-D 7 con los trongictores w-i-1n 8¢ LrOVee Uua gg-

et S ) e . i .
vaevilicacidn con u,[;oL o SULerLor an volor de la wosdicaocidn U

53

w08 Uetnglatores de grmanic pen-p v dos btoznsisloces de

introducidos 7 osellados en vaa cnvolturs de

qonte siwilar a 12 degeudipta en el

weds de baber iutroducido 13 uso-

-4 . . . ] .
BLCLa cue ueu
i

o i ' P e g " ’ - v PR . . % “ ~ se - -
1O oldla slastopldstica e la suvolla » nntes de

I

durante “4

£

cnelila elastopldstica Dud voecslentada el adre a L0

worag e aodo cue diswinuyd la sumedud. wn la wavla 11 gue sioue a

contvinuacida, 1o variacidn de .o e Llos transisltoces p-u~-p Geslg-

3 ’ '\ e .
nados coir los numecros <1y L2 res nep-n desl nodos
T B o ok . D PR P Ay 1 3 s 1% dey i@
154 con dLos mineros 23 ¥ 24 egtd mosuiada tal como ha sido wedida des-

vude de los dicivintos teasanientos.

VAnLA I

Q.

. - ~ .
A .LI A .i)
S s vanny it i
Lg JEL /‘Q [ul

sd = C0n HG0Oh 10C0n

5 STe 25 1Te 166 174 174 L7z

el como nuede observarse en la Yable 1L, la estapilidad

Ge esbtos transistores es saltisfactoria despuds del tirotuuniento de

.

ilidad téyrmica ©. Das medicilones del rudldo y de la corriente

[N
3
.
(D
L_-
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de escave wamplén rostraron valores satables wndlo camnente satisface
torios, gindo Loy entre & & J mlcroanmyperes para los transistoves

T=ri-y oy oae.l € alerommperes para los trunsivlores neu-n mientres

que 21 rmido era de 4 a 5 db en awmbos tipos.
Una couy acidn de las wediciones de la “apla 11 vy ague-
llas de la “avla I —avsla cue, cusndo la musiila elastopldstica ha

sido peecalentada, el valor de vLcﬂo despuds el sellado, en coupa-—
racidn cor el valor despuds de la moruicacidn 7inal, era considera-

plemente inferior que pura la wasilla elastopldstica no precalenta-

n

’ .

da, pero gue mediante un travamisento téraico estenilisador a una
temperatura clevada, sue prefereniemente es superior a 70¢ U se
obtenia nuevamsnte 1u1°L - elevado 7 estable, oste disminucd o
comparaiivanente mayor Gn-J~cb aurante la etapa de szellado es oo~

gervada zeperalmsnte con los trunsistores en los cuales se vs

un &ixido de voro precalontado o wua suvstancia precnlentada sue

conticne wvoro 7 oxizens, ¥ en senewal osta r.duceidn egtondo mayor
curnbc wayor es la duracién v/o la Lemperatura del tiutauwiento de
vrgcalootemiconto. Bin ewmbargo, esta disminucidn eneralmente es sg
lo temporaria; usuvslmente puede Lo rarse uwn valor clevado eglavls
nuevanente en un werfodo de tiempo comprrativamente corto con ayu-

de de un trataniento tdimico de esyunbiliacidn. in ceneral, lu es-

3]

igpogitivoes ssmiconductores con wn xido dGe woro
vreczlentado o con una substancia precalentada ~uve contlene woro

v ox¥eno cs nds satisfactoria despuds de un 21 vratouwiento téie
mico de ewtauilizacidn sue 1o de los diswvosivivos seuwdconduciores
provistos con un relleno no precilentado. Sin oubasso, debdifa

g

mencionsvse cque wn .ravaniento de precalentaniento demagindo pro-

&

lonzado cuede pesultar pexjudiciel. Adewds, los dispouitivos semi-
conductores nue egudn provisto de bxido de woro piecslentado o de

una substancia precalsitada aue contiene boro ¥ oxfseno, en jene-
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ral son wis caprces de resisiir buwveraiuras clevedas de, por ajem-—

plo, svroziaadamente L40¥U o suveriores.

Treg trongletores de zermanio p-n-p fueron moutfhdos cada
uino de la menera deseripte en el ojemdlo I en la anvoltura se vidric

deglipando la referencia 11 ics ranos de dxido de boro outenidos

para relilonar la ampolla © wmedionte el calentamisnto de 4eido vérice

—
o

o 23 204) a 25080 durante ¢ horas. La atnésfera cu la envolbucrs era

o

‘(1

aire, DLa Wabla IIT que siue a conbiovacidy muestra la variaci’nm del
valor “ec<<ib de evtos transiglores p-n-p des La&os por log ndmne-
ros 31 3¢ ¥ 33, durernte los digtintos tratasientos v el trataniesnto
téamico de egtabiliszecidn v vrucbe du reuvistencia si uientes.

L.‘.L‘JJA ilx

iy 5 ¢ D
R T rawird - r -
40%0 o0 ¥ _ e 584 .
d4h < Ch HCCn LCCOn < 000N 3000

310 w12 B L4C 136 L34 130 136 154
12 11
33 14C 51 10¢ 122 116 100 113 113

e la Yabla ITI pusde deducirse cue los dispositivos seui-
conductores cgtabilizados solamente con 6xido de coro tumeidn unes—
tron ung cotabilidad eleveda., 81 rudo v la coqviznte de escape leo
tonbidn tisnen una esiapilidad correspondientemente elevada a volo-

L3 T e e e e 4 e 3 . I era de 2 &
res satisracteoriamente bejos. La corciente de escape lgg
3 microampsxes ¥ ol rufdo de 4 a T do. e ha encontrado gue estos

transistores tanbidy eran capaces de resisitir tempseraitures elevadas

vor ejemplo L4040,
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“res tranglstores de perim2nio p~n-p ¥ tres trensissorec
de zermanio n—p-n fuercn sellados en una envoliura de vidiio de 1a

nanera desciripta en el sjemplo I, haviendo sido wrellensda la mayor

parte de la tmpolla 9 con una nezcla intina de un relleno orzdnico

v dxido Ge boro en wra celacidn de peso de 19: 1, Bl wvelleuno orad-
nico consiste de un polimero eflico-ovzdnico wue estd cisvonible en

el comercio bujo la mnrca " uUrasa pare alito vacfo de Dow toomin ¥
v cue exn la pressnte serd 1llomada, tol om0 es usuzl, ~masa de si-

licona para vacto. #L d-ido de voro fud obtenido calentando deido

périco (LanC3) @ 1408 durante 1C dfas. La curecidn de esie turatu-

’

miento t4.ommco no es critica. luego, el dixido de boro “ud mewclado

coir resa ge silicona pr.a vaclo de mumedad wneouwal o iuntroducido
en la ampolla, despuds de lo cusl la mescla fué vroculentada o L0CE
¢ durante 24 horas. sn el interin, el coujunto seniconductor del
transistor fud sscado a 100t C durante el unes hoias e iusertado
en coudicidn caliente en le nezcla, desou’s de Lo cual iué wellada

£

nte la anpolla, La variacidn del valor ce estog transige

C\L

sotos tratamientos ¥ Los lratzrdentos téroices subsi-

[

e
Fioates esbdn mostrades en La ¥avla IV -ue wioue a contbliuacido,

L esta wa.la, los trmsigbtores p-n-p Llevan los ndmslos 41, 42y
+3 vy loe transistores n-p-n Ilevaa ios attneros 44, 45 ¥ 40,



¢
‘_I

W21

R

‘.
£

e PR o L S B e ot e - AR 2

Lhe 147 145 147 150

146 1Be 156 146 154
G 1E 74 6 76

C
[en

Y

e R . T T T I e I VI L S Y

Tal como surge de 1»a Tabla IV, estos transiglorss con es—

N i o PN ] Capy i st g 3 N i (] yin | s S e
resultados de Lo prueba de cecisuencia U oa LOCEC. UL precalento-

micnto no es cla bambléen de-

pende we la

da duvanate

2 S0 Bl CQll

diative noomedl Ge Go

aoticularaente el ong

Ty e
(SRR

ol

SZERY

feg 2 LUes . pox
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oEro denesia sne )

;avdionto wo

LT o M - ISP | RPN
Misedng de La o mescla Lnde

conduetor on conglderac

-

srecolentauionto el metevial ce partida puede sor

ur, rolloino yro un Swido de woroe cue sg alinaCenado el ul espruclo ue

o

wi sroatsuionto de wprecadenio-

-
N

hrme :@d comtrolidna,
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riento @ una mescia cue vosce umedad mds eractunente derinida. Ldee

¢l material de prriida pusde sev un dxido de Loro o A8 SUOS—
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tinelo cue codtiene Ghi ONICO we LOro gue »resuirva ung impnedad aemfe
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tancia en coneideracion en wa atndsfera de Luwadsd uds ¢levads o
a. e superior, an el caso en conside-

log cuales la mescla es srevalentada

N

1a mueedad del duido de woro inicial antes de la zela no eg nuy
ceftica. Asd, se outuviewron resuliados simdiloziente satisiactorios

,2Cy) no precalentado o deido vdrico
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cue @ sido runaido ”Ll uwlre o L000+J duraate ol unas liovas v lueso

La cosiente de escaps Too ¥ el rufdo temuidn presenia

€3y oy

une eztaviiiand suale wrente satlsfactoria y valores bejos satio-

FTactorios, La corciaute de escane

T . "
“Q0 era de L a - wicroamperes

teznsiguores p-n=n ¥ de C,1 a 0,5 wicroawpares para 1o

transistores ne-p=n. sl sufdo era aprozigadamente & a 5 Gb pALCS anuos

.LJ )OS.

tres trensistores de germanio p-n-p ¥ tres tronsigiores

de sermonio n-p-n que hen sido insertndos en una envoliturs ¢ vidwmo
de la mauera descointa 2n el Sjemplo IV ¥ gque luego han sido gomew

tidoa el mismo travanicato Ldiuizo Ge estabiliszacidu, wostraron un -

comporvamiente satisfectorio wi

Glaxr de lsg woropied:des eldetiicas
en una poueba de résistencia cue cowdrende una corsd eldeirica por
5C m¥ en una temperatura ambiente de 5580, tnl como se verd en la

“abla 7V gue miiue a continuaoién, en la cual sstd indicada la va-

D
(&}
e
gr\
s
©
—
O
&
®©
Q

tos trensistores,
fios transistoves p-n~p llevan las rerevencias 51,5., y

> ¥ los fransistores n-p-g llevan las veferencias 54, 55 vy 56,
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T S e A B 2. S Ut oy

/ 08 -
B iy lz_‘{.\_m.? ‘‘‘‘‘‘‘ 5 i U 5560
100 ETOETTEeoR T TTTIETOR 20CCh 3000h

Bl 2l 42 142 166 153 146 140 140
he 22l 4o 152 162 159 150 15¢ 147
b3 191l 4z 128 136 1356 126 120 126
54 12 30 182 ¥ G4 az )
55 7T 20 112 116 123 127 112
30 63 15 57 5% 55 ‘5 54

La corriente de escape Loo ¥ el rufdo wresentan valores
similarinente red.icidos tal como en el Ljemplo IV.
Con respectvo 2l uso de una mezcla de un relleno orzduico
érido de horo deburfa notarse aue despuds de wn tratamiento féo-
mico prolonsado a 14C:U por lo wenos parte del dzido ue boro eu la
envoliura puede ser couvinuda guiwicamente con ¢l relleno orgduico.

Cuendo las euvolturas de tales transistores, que nan siGo estabili-

zados 2 14C:J duracte un ve odo de tiempo prolon ado, fueron aw-
viertas, se observd que la mezcla grasa de silicona para vacio

v §uido de boro prese.taba propiedades mecdnicas similaves a 1as de
la masilla slasctopldstica, es vecir la misma reaccionnba elastica-
nente a esiuerzos de velocidod elevada y pldticomente a esiuerzos
e velociduad reducida.

LJEFLO VI, -

Con el fin de deberninar cue temperatura te sstaviligza-
cidn es mds eficaz con el uso de una clerta mezcla pracelentada de

éxido de ocio ¥y grasa de gilicona pora vaclo, v para deterwinar la

variecién de O(cb ¢ I,, durante los distintos tratauientos térmicos
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tres transistores p-n-p ¥ tres n-p-n de jermanio fueron sellados en

una envoltvra Ge vidrio de la manera descrirbte en el Sjemplo I, sisl
do relleunadae la ampolla en su amayor parte con une mezcla Intima de
arasa de silicona pare vacio v dxido de boro con un contenido de
évido de boro de 5 de nesoc. ha memela de ~rasa ce silicona vara
vacio y dévido de woro fué prepuvada y el transistor fud sellazdo en
la envoltura de la nauvera sisuiente:

lrouos de Bply obbeuidos por la fusidn de dcido wdoico

(szmy) 2l aire a LCO0%J durante 1 hora, fueron pulverizados al

durante la pulverizacidn. il wolvo Tué mezcludo al ailre con ~iyasa
de silicona para vac¥o de umedad normel. La ampolla fué rellenada
varcialumznte con esta mezela v luszo celentade al aire nasta 10Ce:
durante -4 horas, idlentras tanto, los transistores Tueron sccados al

elre a LU0 durante alfn tiemwvo v umpotrados en 1a wescla en es—

Lado caliente, despuds de Lo cual la ampolla fué cellada ol a ve,

i voariacidn de@é’cb e 1,, durante los Gistintos treta-
nientos estd indicada en la wabla VI que sigue a continuacidn en
la cual los transistores p=n~p Llevan leg referencias 61,02 y 03 ¥
los transistores n-p-n llevan las ralersucias 64, 0% ¥ 66. L1 Ico
estd indicado en micrommperes,

- 24 -
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oCC¥ 3 durante anroximulacenve ¥ minutos. Los transigiores p-n-g

<
hain sido wordicudos 2leciroliticamente gue coungisie 2n una solucidn
scuose de §0 ol 40 o 7 aleolol etilico en una relacidn volumdt ica
de 4 2 1, con =l ewnivor ¥ el colector conectudos al polo positive
oo un elactodo de platino comoe odvodo, 3o wido wor un Llivado
con asua .

Wusvomente en los wjemplos que sijuel mds adelente, las
magnitudescL ey © loo FTueron uedidas con el ciszpositivo a Temoeratu-
ca amvicnte (-0 ¢) ¥ las condiciones de medicidu Fueron tales como
las descripias con weferencia 8 los traunsistores de .:eousnio.

Ldal’s0 VXL e~

Yreg biransistores de silicio p=n-p Ffuesou monbuados cmda

)

wno de le mwapera wostrada en la Migura 1. bLa reiccencia 11 se velie-

i

re a una masilia elastopldstica que Iud introducida en la vmpolla 9
gin vie-tootaniento desde un recipiente despuds e wn clmeceunnmiento

en una uwindsrera anviente con una humedsad relusiva de aproximaduamente

60 v ¥ luego el conjunto semiconductor del transistor fué empotrado
iod osamnsnt & 1= macsil]a plao_,, I ST SRR ¢ = _
culidesdogamente en la wmas . 2] HbO;JJ.c,S‘UlC&, despuds Ge lo cual la
anpolla iud sellada,
nos transistores fueron gomstidos a un trstewiento vdnuico
v a una prueca de cussa eléetrdea, La variacidn del factor de ampli-

ficncidn de corwiente chjb estd dado a continuacidn en la Tebla

Yasha o VIY.-

A i G D
—snm——_ R -
1500 IWwG m¥ 1Y% o
Y h { a 14 d =l d dw d

7L 36 35 49 49 49 50 4
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N>
e
N
£5
—
o
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“al como puede observarse en la Pabla VII, los trunsisto-
res alconzaron un valor cubstancialmente estabvle dea( cb despuds

de un tratamiento térmico de egtabilizacidn. La corciente de escape

1o fué medida al iinal del trotemiento térmico de sstabilizacidn
v decpude de cnda etepa de Ja prueba de carga. Al iinal del vrata-

miento térmico’de establlizacidn para el treusistor 7L al valor de

Ioo gera oC milimicronmperaes v en cada obro casc este valor esiuba
por debajo de 20 milimicroamveres.

BJENYLO VIiTT, -

Seis trensistores de silicio p-n-p fueron sellados en una
envolbura de vidric en nesilla elastonldestica exactamente tal como
se describe en el Zjemplo VII v tres de e¢llos tueron sometidos 8 un
perfodo de 2lmacenamiento corto a la tempsretura ecpecificada, sicn-

do '['Ll@(]idOOl/ ch*®

A B © § i
Z n
o 15C4C 19 h 15080
8l 50 47 55 51
oz 19 1o 2e 21
3 34 33 47 39

La Yabla VIIT (1) muestra que un tratamiento térmico de
estavilizacibn superior a © horas de 1%0¢C pusde resultar deseable
e eneral ¥ s2 ha encontrado cve despuds de un total de aproxima=~
damente 4 howvsas a 15C¢ U, la estabilidad a 150 ¢ era muy buena v
quecl/cb era estaole euvstancialuente @mra los dalos dados en la |
colurma ¥. Si se decea una ectavilizacidn a wa temperature smbiente

-

interior que 150 € en :renecral resulta suficiente, sin embargo, una

- 20 =
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Log valores Ge IO yuevon madidos despu€s de ¢ horas de

s de 15 horas de vrotamiento térmico ¥

sadento térmico 7 oueepu
20 ¢cHua ¢caso H=e cncontfé que la ma:snitud del mismo egstaba por deva-
e Jo de los &0 milisdcroamperes.
Tos otros tres bronsisiores, despuds del tratamisuto tér-
mico de cutapilizacidn fueron souetidos a una prueba de ciclos deo

temperatura de 5 ciclos tal como sicue a coutinuacidne

20 nminutos a 133G U
10. 10 minubos a 20¢ O
20 minutos a BU¥ O ¥

10 winutos a «0¥ ©,
los valores cedl deopuds del tratanmiento tdrmico de es-

tanilivaciin v despuds de la prueba cfclica de temperatura ersn los

15, siguimites:
HARDA VITT (2) .=
ZC. § i
e o SO — . . ] ) . ) '
Loux desouds de 5 ciclos térumicos
2 h
o &3 45
% e 45
v 45
<9
En cada caso el valor de I, egtaba por cebajo ce 0 mi-
1i miciroa mpeies.,
¥inulwente deberfa notarse que la presente imveuncidn no
2C.

eobd limitzde a los transistores siro que 18 migma podrie aplicar-

gv & cbros dispositivos semiconductoces, cuyo cuerpo semiconductor
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iconductor en que una grie sctiva
verficie del cuecrpe sealconductor ewti cellads con vespec-
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O & lu ginduiern sabiente por wn wsello herndbico o ewbe provielo

LA 2 N - - PO . . PRC R | 3
0300 de boro centro del gello con lo gue es acjoreda la evtunili-
dud eléotiicy del dle ouitive.
24 = Ciprvositive gealconductor de scuerdo con lo reivindd-
PRSI 4 - . - T oy A e
Cielon 1, cuvueterizado wor el eclio Ge gue wenfics iel sellado L
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M0 Ldwetedo ol cowmbenide e aste del 0xin0 U8 Loio.
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L4t -, NDigueogilivo semlconductor de weuvesde con lag reivindicn-
ciones 5 o 13, ca.smeterizado por el hecno de sue el S:ddo de bowo
bicanente aeszeliados.
15§= Ulspogitivo seulconcuctor due 2cuersdo con cualguiera de Jos
Y. rolvindicsciones 5 oa L4, caracterisado por el .ecio ue cue la canti-
dad de drido de bore es e L a li: en yeso de La cintidad de velle-
110
Lo¥~ wispositivo ssumicsncuctor de acuerdo con cumiguisra de les
reivindicaciones 5 & 14, caracterizado por el hechno de cue la can-—
10, tidad e 8-ido de boro es de 4. 8 €5 en peso Ge 1a cautidad de ve-
dleno. '
L7= = lspositivo semiconductor ae acuerdo con cuzlouiera de
las celviniicuclones cue autecsden, en gue por Lo menos wa parte
del &ide de boro estd provisto en uwa forma cufmi-amsute comvinada
15, en un conuesto oo dnico vue conulene voro ¥ oxi:eno.
0%, = despogitlivo semlconductor de acueido 6on la reivindicacidr
17, caracterizado sor 8l necao ue jue el coupuesto qgue conticae Lo-
ro es un polimero or.gnico.
198, - Uispositivo semiccenfuctor de acuerdo con la reivindica-
<O, cidn L7, carsctesisado por el .echo de cue el compuesto ue contie-
ne voro es un compuesto silico-crsdnico.

werdo conn la reivindicoe-

CO¥. - Disgositivo semiconductor de a

cidn 1O, caracterisado vwor el hecoho de cue el comouesto silico-or_4-

nico cve contisne worc es un volfmero silico-or. &
25 cle.= Disvositivo wenlconductor de acuerdo con la reiviidica-
cidu 20, curacterizado pox ¢l hecuo ce gue el coifmero sflico-or d-
nico eg un derivado de deido Uérico de mceite de silicona.
c2E e Jlgwositivo memiconductor Je acuerdo con la relvindica-

n 0, ceracterisado por el hscno de cue el polimero sflico-o.;d=

o~

¢l

?(\ jek] o e ey ged 1T a7 ey ek . PROUI S i~ e [P,
PR Y D0 C ¢g8 ul&y Ot E‘)ll..]_a alas \.",A‘U_e coltvliene DO 3’ L...{,L;_e.LLOO
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de las reivindicaciocnes cue albecedsn, capacte.izado por el necho

de cue el dispowitivo es w: diodo seumlconductor.
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aque ol digpositivo tizne wa estrucvura de tronuistor,

£Hv = Ulgrositivo semiconductor de acuerdo con la reivin—

Er] oy A . - . ) . - N ..
cleaclon w4, cacactovizado por el iecho de pue tiene una esiructura

20%,~ vigpositivo seulconductor de acverdo con la reivin-

r

@75 v= Lispositivo semiconductor de scuerdo con cualquiers

de lug relvincvica . iones cue anteceden, curacterizado vor el lhecho

de que ¢l waterial semiconductor del cueryo es geruanio.

-

de las reivindicaciounes 1 a =0, coracterizado por el hecuo de aue

[©]
[

material semiconduvetor dul cuerco es gilisio.
#9¢,= TUn disposivivo semiconductor.

Yal v como se na descrivto en la leworiz gue anteceds,

revresentbado en el divujo que e acoumpiila ¥y con los fines que se
nan gegpeciileado.

wata Mowevia cousva de trelnte v tres nojes emcoitus a

ndouing poir una sola e cus cay

waavia, 4 BFEG 1060

Pehi,

condunsor de zcusrdo con cunlouvie g

etolr te acusrdo con cuslguisre

dicacidn 14, cepsterizado wor el hecho de sue tilene ung egiiuctura

©0%, - Ulgpositive seuniconduetor de zcuesdo con cualculers
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